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ist

Es wird eine Backvorrichtung (10) fur einen Wafer
(14) beschrieben, der mit einer ein Ldsungsmittel
enthaltenden Beschichtung (15) beschichtet ist, wobei
die Backvorrichtung eine Backkammer (16), einen
Trager (12) far den Wafer (14), einen Einlass (30) fur
ein Spllgas und eine Ausleitung (40) fur das Splilgas
aufweist, das mit aus der Beschichtung (15)
verdampftem Ldsungsmittel beladen ist. Der Einlass
ist als Diffusionselement (30) ausgebildet, das Uber
dem Wafer (14) angeordnet ist, damit das Spllgas
gleichmaBig Uber im Wesentlichen die gesamte
Oberflache des Wafers (14) eingeleitet wird, und die
Ausleitung ist als Ausleitungsring (40) ausgebildet,
der das Diffusionselement (30) radial umgibt und an
einer Decke (22) der Backkammer (16) angeordnet
ist.
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Zusammenfassung

Es wird eine Backvorrichtung (10) fiir einen Wafer (14) beschrieben, der mit einer ein
Lésungsmittel enthaltenden Beschichtung (15) beschichtet ist, wobei die Backvorrichtung eine
Backkammer (16), einen Trager (12) flir den Wafer (14), einen Einlass (30) fiir ein Spilgas und
eine Ausleitung (40) fir das Spllgas aufweist, das mit aus der Beschichtung (15) verdampftem
Lésungsmittel beladen ist. Der Einlass ist als Diffusionselement (30) ausgebildet, das liber dem
Wafer (14) angeordnet ist, damit das Spllgas gleichmafig tber im Wesentlichen die gesamte
Oberflache des Wafers (14) eingeleitet wird, und die Ausleitung ist als Ausleitungsring (40)
ausgebildet, der das Diffusionselement (30) radial umgibt und an einer Decke (22) der

Backkammer (16) angeordnet ist.

(Fig. 1)
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Die Erfindung betrifft eine Backvorrichtung flir einen Wafer, der mit einer ein Losungsmittel
enthaltenden Beschichtung beschichtet ist, mit einer Backkammer, einem Trager fir den Wafer,
einem Einlass fiir ein Spilgas und einer Ausleitung flir das Spllgas, das mit aus der

Beschichtung verdampftem Ldsungsmittel beladen ist.

Bei Verfahren zur Herstellung mikrostrukturierter Bauelemente wie zum Beispiel
Halbleiterchips besteht einer der ersten Schritte darin, einen Wafer mit einer ein Losungsmittel
enthaltenden Beschichtung (bei einigen Anwendungen einem Fotolack) zu beschichten. Dies
kann durch Schleuderbeschichten, Sprihbeschichten oder andere Beschichtungsverfahren

erfolgen.

Nach dem Beschichtungsschritt wird der Wafer mit der Beschichtung einem Vorbacken
(Softbake) unterzogen, um Uberschissiges Losungsmittel aus der Beschichtung zu entfernen.
Der Wafer kann zum Beispiel fir 30 bis 60 Sekunden Temperaturen von 90 bis 100°C
ausgesetzt werden, wahrend er sich auf einem beheizten Trager befindet. Falls gewtinscht,
kann der Druck in der Kammer, wo das Vorbacken stattfindet, geringfligig unter

Atmospharendruck verringert werden.

Wahrend des Softbake-Schrittes verdampft Lésungsmittel aus der Beschichtung. Das
Lésungsmittel muss aus der Kammer, in der das Vorbacken stattfindet, entfernt werden, da es
sonst in der Kammer kondensieren kdénnte. Dies konnte dazu filhren, dass ein
Lésungsmitteltropfen auf die Waferoberflache fallt, was die Gleichmafigkeit der Beschichtung
beeintrachtigen kénnte oder sogar zu einer Beschadigung einer auf dem Wafer vorgesehenen

dreidimensionalen Struktur fiihren wiirde.

Es reicht jedoch nicht aus, das Lésungsmittel einfach so aus der Kammer zu entfernen,
dass ein Kondensieren vermieden wird. Es ist auch wesentlich, dass die Konzentration des
Lésungsmittels direkt Giber dem Wafer moglichst gleichmafig ist, da sich die dort vorhandene
Menge an Ldsungsmittel auf die Verdampfungsgeschwindigkeit des Ldsungsmittels auswirkt.
Ein Gefélle in der Losungsmittelkonzentration entlang der Oberflaiche des Wafers direkt Uber
seiner Oberflache wiirde daher zu lokalen Abweichungen der Dicke der Beschichtung nach dem
Softbake-Schritt fuhren.

Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, in der Backkammer eine Strdmung mit einem
Spllgas (typischerweise Luft oder N,) zu etablieren, das sich mit dem Lésungsmittel mischen
und dieses zu einer Ausleitungséffnung fiilhren soll. Die vorbekannten Vorrichtungen haben
jedoch gewisse Defizite dahingehend, eine gleichmaRigen Konzentration des verdampften

Lésungsmittels Uber dem Wafer herzustellen.
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Der Backvorgang kann natirlich auch Gber einen langeren Zeitraum und/oder bei héheren
Temperaturen durchgefuhrt werden, so dass man ihn nicht als "Vorbacken" (Softbake), sondern

als "Backen" bezeichnen wirde.

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer Vorrichtung zum Backen eines Wafers,
der mit einer ein L&sungsmittel enthaltenden Beschichtung beschichtet ist, wobei mit der
Vorrichtung sichergestellt ist, dass das Ldsungsmittel auf eine gleichmafige und homogene
Weise aus der Beschichtung verdampft wird und Probleme mit der Kondensation des

Lésungsmittels vermieden werden.

Um diese Aufgabe zu l6sen, stellt die Erfindung eine Backvorrichtung der oben genannten
Art bereit, bei welcher der Einlass als ein Uber dem Wafer angeordnetes Diffusionselement
ausgebildet ist, damit das Spillgas gleichmafiig Uber im Wesentlichen die gesamte Oberflache
des Wafers eingeleitet wird, wobei die Ausleitung als Ausleitungsring ausgebildet ist, der das
Diffusionselement radial umgibt und an einer Decke der Backkammer angeordnet ist. Die
Erfindung basiert auf dem Prinzip, das Splilgas in die Kammer auf derselben Seite einzuleiten,
auf der es auch ausgeleitet wird, namlich auf der Oberseite der Kammer. Es wird also eine
Spiilgasstromung hergestellt, die zunachst insgesamt nach unten und radial nach aufen und
dann nach oben zur Ausleitung hin gerichtet ist. Ein erster Vorteil dieser Spilgasstromung liegt
darin, dass sie es ermdoglicht, eine gleichmallige Losungsmittelkonzentration in der Nahe der
Oberflache des Wafers herzustellen. Ein zweiter Vorteil liegt darin, dass das mit Loésungsmittel
beladene Spiilgas im Abstand von den Aufenwanden der Kammer ausgeleitet wird, so dass
keine Gefahr des Kondensierens besteht. AulRerdem ist die Losungsmittelkonzentration an der
Decke lber dem Wafer minimal, da dort frisches Spllgas eingeleitet wird, wodurch dort

Probleme mit dem Kondensieren des Losungsmittels vermieden werden.

Gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform hat das Diffusionselement eine groflde Zahl von
Einlassoffnungen, die Uber die Oberflache des Diffusionselements verteilt sind. Damit ist

sichergestellt, dass das Spillgas auf homogene Weise in die Kammer eingeleitet wird.

Das Diffusionselement kann eine gesinterte Platte mit einer definierten Gasporositat sein.
Eine solche Platte hat eine gleichmafige Durchlassigkeit flir das Spllgas, so dass eine

gleichmafige Spllgasstrdomung in die Kammer hergestellt werden kann.

Das Diffusionselement kann auch eine Platte sein, bei der die Einlasséffnungen durch
Atzen, Laserbohren oder mechanisches Bohren gebildet wurden. Eine solche Platte kann aus
Blech gebildet sein, und die Einlass6ffnungen kénnen nach einem gewiinschten Muster
angeordnet sein und/oder einen vordefinierten Querschnitt haben, so dass die

Spllgasstrdbmung in die Kammer auf die gewlinschte Weise hergestellt werden kann.

3/15



-3-

Gemaly einer bevorzugten Ausfihrungsform ist hinter dem Diffusionselement eine
Verteilkammer vorgesehen. Die Verteilkammer bildet ein Volumen, in dem sich der Druck des
durch eine Spiilgasquelle zugefiihrten Splilgases ausgleicht, um eine homogene
Spllgasstromung durch das Diffusionselement herzustellen. "Hinter" bezeichnet hier die von

dem Wafertrager abgewandte Seite des Diffusionselements.

Vorzugsweise ist der Ausleitungsring radial auswarts von dem Wafer angeordnet, wodurch
sichergestellt ist, dass das Spllgas radial Uber den gesamten Wafer stromt, bevor es an der

Decke der Kammer ausgeleitet wird.

Der Durchmesser des Ausleitungsrings kann ungefahr dem Durchmesser des Wafertragers

entsprechen. Dies ergibt eine kompakte Bauweise.

Gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist hinter dem Ausleitungsring ein ringférmiger
Ausleitungskanal gebildet. Der Ausleitungskanal dient zur Herstellung eines niedrigen Drucks
hinter dem Ausleitungsring, der auf dem gesamten Umfang des Ausleitungsrings gleichmaRig
ist, wodurch sichergestellt wird, dass die Ausleitungsgeschwindigkeit des mit dem Lésungsmittel
beladenen Spillgases entlang des Umfangs des Wafertragers gleichmalRlig ist. "Hinter"
bezeichnet hier die von dem Wafertrager abgewandte Seite des Ausleitungsrings.

Vorzugsweise verbindet ein Austragsystem den Ausleitungskanal mit einer Absauganlage,
wobei das Austragsystem eine Vielzahl von Austragkandlen umfasst, die an gleichmalRig
verteilten Punkten mit dem Ausleitungskanal verbunden sind. Der Begriff "Austrag" bezeichnet
hier ein System, welches das mit Loésungsmittel beladene Splilgas von dem Ausleitungskanal

zu der Absauganlage transportiert und das Schlauche, Kanale und ggf. eine Pumpe umfasst.

Durch die Verbindung der Absauganlage mit dem Ausleitungskanal an einer Vielzahl von
Punkten ist sichergestellt, dass die maximale Lange eines Stromungswegs im Ausleitungskanal
in Richtung zum nachstgelegenen Austragkanal vergleichsweise gering ist, womit verhindert
wird, dass entlang des Strdmungswegs von einer bestimmten Offnung im Ausleitungsring in

Richtung zum nachstgelegenen Ausleitungskanal ein Druckgefélle entsteht.

Gemal einer Ausfuhrungsform der Erfindung ist ein zusatzlicher Spllgaseintritt in die
Backkammer entlang des Umfangs des Wafertragers vorgesehen. Der zusatzliche Eintritt flir
Spllgas schafft einen aus Spllgas gebildeten "Vorhang" zwischen dem mit Lésungsmittel aus
der Beschichtung beladenen Spiilgas einerseits und den Wanden der Kammer andererseits,

wodurch verhindert wird, dass Losungsmittel an den Wanden kondensiert.

Falls das Risiko eines Kondensierens von Ldsungsmittel auf einer Oberflache der
Backkammer weiter verringert werden soll, ist es moglich, ein Heizsystem flr mindestens eine

der Oberflachen der Backkammer bereitzustellen. Eine solche Heizung ist insbesondere zum
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Beheizen des Ausleitungsrings von Vorteil, da dieser Teil der héchsten Konzentration von
Lésungsmittel in der Backkammer ausgesetzt ist und somit hier das hdchste Risiko eines

Kondensierens des Losungsmittels besteht.

Um das Verdampfen des Losungsmittels aus der Beschichtung zu beschleunigen, kann in

den Wafertrager ein Heizsystem integriert sein.

Die Erfindung wird nun anhand einer in den beigefligten Zeichnungen dargestellten

Ausfiihrungsform beschrieben. In den Zeichnungen zeigen:
- Figur 1 in einem schematischen Querschnitt eine Backvorrichtung gemaf der Erfindung;

- Figur 2 in einer perspektivischen, geschnittenen schematischen Ansicht die Backkammer

der Backvorrichtung von Figur 1;

- Figur 3 in einer schematischen Darstellung das Strdmen von Spllgas und Lésungsmittel

in der Backkammer der Backvorrichtung von Figur 1; und

- Figur4 in einer schematischen, perspektivischen Ansicht ein Deckenelement der

Backvorrichtung von Figur 1.

Figur 1 zeigt eine Backvorrichtung 10, die einen Trager 12 fur einen Wafer 14 aufweist. Der
Wafer kann ein Halbleiterwafer sein und ist mit einer diinnen Beschichtung 15 versehen, die ein
Losungsmittel enthalt. Zum besseren Verstandnis wird die ein LOosungsmittel enthaltende
Beschichtung 15 im Folgenden als Fotolack oder "Resist" bezeichnet, selbst wenn die

Backvorrichtung 10 auch zum Backen anderer Beschichtungen verwendet werden kann.

Der Trager 12 ist in einer Backkammer 16 angeordnet, die durch einen Boden 18,
Seitenwande 20 und eine Decke 22 begrenzt wird. Eine Heizung 24 ist in den Trager 12
integriert, so dass ein auf dem Trager 12 angeordneter Wafer gleichmaRig erwarmt werden

kann.
Optional ist den Seitenwanden 20 eine zusatzliche Heizung 25 zugeordnet.

Die Backvorrichtung 10 hat allgemein den Zweck, einen Teil des im Resist enthaltenen
Lésungsmittels zu verdampfen, nachdem dieser auf die Oberflache des Wafers aufgebracht
wurde. Durch Entfernen eines Teils des Lésungsmittels wird die Viskositat des Resists von
Werten, die zum Aufbringen des Resists auf dem Wafer geeignet sind, auf Werte erhéht, die fir

die anschlief3ende Verarbeitung bevorzugt werden.

Um einen gleichmaRigen, homogenen Zustand des Resists nach dem Backen zu erreichen,

ist es wesentlich, dass die Verdampfungsgeschwindigkeit des Losungsmittels liber die gesamte
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Oberflache des Wafers homogen ist. Andernfalls wirden die Konzentration des Ldsungsmittels

im Resist und damit auch die Eigenschaften des Resists schwanken.

Das aus dem Resist 15 verdampfte Lésungsmittel wird aus der Kammer 16 mit Hilfe eines
Spllgases (typischerweise Luft oder N,) entfernt, das in die Backkammer 16 eingeleitet wird,

sich mit dem verdampften Lésungsmittel mischt und dann aus der Kammer 16 ausgeleitet wird.

Zum Einleiten des Spllgases ist ein Einlass vorgesehen, der ein an der Decke 22 der
Backkammer 16 angeordnetes Diffusionselement 30 umfasst. Im Hinblick darauf, dass Wafer
14 normalerweise scheibenformig sind, hat das Diffusionselement 30 eine kreisrunde Form und

ist konzentrisch mit dem Trager 12 angeordnet.

Das Diffusionselement 30 hat den Zweck, das Splilgas gleichmaRig verteilt als homogenen
Strom von der Decke in die Backkammer 16 einzuleiten. Dazu ist das Diffusionselement 30 als
Platte ausgebildet, die mit einer gro3en Zahl von (in den Figuren nicht sichtbaren)

Einlasséffnungen versehen ist, die jeweils einen kleinen Querschnitt haben.

Das Diffusionselement 30 kann als Blechplatte ausgebildet sein, in die die Einlasséffnungen
durch Laserbohren, mechanisches Bohren oder Atzen eingebracht sind. Alternativ ist es
mdglich, das Diffusionselement 30 als gesinterte Platte mit einer definierten Porositat fir Gas
auszubilden, so dass das Spllgas durch die Hohlraume stromt, die nach dem Sintervorgang

zurlckbleiben.

Uber dem Diffusionselement 30 (oder vom Triager aus gesehen "hinter" dem
Diffusionselement) ist eine Verteilkammer 32 ausgebildet, die von einer Splilgasversorgung 34
mit dem Spllgas versorgt wird. Die Spilgasversorgung 34 leitet das Splilgas mit einem
kontrollierten Druck in die Verteilkammer 32 ein, in der das Spiilgas einen homogenen Druck

herstellt, so dass es homogen durch das Diffusionselement 30 stromt.

Entlang des Umfangs des Wafertragers 12 ist ein zusatzlicher Eintritt 36 von Spiilgas in die
Backkammer 16 vorgesehen. Der =zusatzliche Spllgaseintritt 36 ist zudem mit der
Spllgasversorgung 34 verbunden und leitet Spiilgas in Form einer ringférmigen Strémung in

Richtung nach oben in die Backkammer 16 ein.

Zum Ausleiten des mit verdampftem Ldsungsmittel beladenen Spillgases ist ein
Ausleitungssystem vorgesehen, das einen Ausleitungsring 40 umfasst. Der Ausleitungsring 40
ist an der Decke 22 angeordnet und erstreckt sich vollstandig um das Diffusionselement 30. Mit
anderen Worten: der Ausleitungsring 40 ist radial auswarts von dem Diffusionselement 30 und

damit konzentrisch angeordnet.
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Die Heizung 25 kann zudem mit dem Ausleitungsring 40 in Verbindung stehen, um das
Risiko zu beseitigen, dass dort Losungsmittel kondensiert. Zum Beispiel kann eine elektrische
Widerstandsheizung auf der Innenseite des Ausleitungsrings 40 angeordnet sein, um die

Temperatur des Ausleitungsrings 40 auf ein gewiinschtes Niveau anzuheben.

Wie aus Figur 1 hervorgeht, entspricht der Durchmesser des Diffusionselements 30 im

Wesentlichen dem Durchmesser des (groften) Wafers 14 auf dem Trager 12.

Der Durchmesser des Ausleitungsrings 40 entspricht im Wesentlichen dem Durchmesser

des Tragers 12.

Der Ausleitungsring 40 umfasst eine Vielzahl kleiner Ausleitungsoffnungen 41 (s. Figur 2
und 3), die in einen ringférmigen Ausleitungskanal 42 fiihren, der (iber dem Ausleitungsring 40
ausgebildet ist. Mit anderen Worten: der Ausleitungskanal 42 ist hinter dem Ausleitungsring 40

auf der dem Trager 12 abgewandten Seite ausgebildet.

Wie aus Figur 2 hervorgeht, kann der Ausleitungsring 40 zum Festklemmen des

Diffusionselements 30 an der Decke 22 verwendet werden.

Aus dem Ausleitungskanal 42 wird das mit dem verdampften Lésungsmittel beladene
Spiilgas mit Hilfe einer Absauganlage ausgeleitet, die eine Vielzahl von Absaugkanalen 44
umfasst, die mit einer Austrageinheit 46 verbunden sind, die an die Absaugkandle 44 ein

leichtes Vakuum anlegt.

Mit dem Ausleitungskanal 42 soll sichergestellt werden, dass sich das durch die
Austrageinheit 46 bereitgestellte partielle Vakuum gleichmafig darin verteilt, obwohl die
Absaugkanale 44 das Spillgas an getrennten Punkten aus dem Ausleitungskanal 42 abziehen.
Demzufolge muss der Querschnitt des Ausleitungskanals 42 grol3 genug sein, um einen
Druckabfall im Ausleitungskanal zu verhindern, wenn das Spiilgas darin zum nachstgelegenen

Absaugkanal 44 stromt.

Ein homogener Druck im Ausleitungskanal 42 wird ferner dadurch unterstiitzt, dass die
Absaugkanale 42 an einer Vielzahl von Punkten 48 (siehe Figur 4), namlich an vier entlang des
Umfangs des Ausleitungskanals gleichmalfiig voneinander beabstandeten Punkten, mit dem
Ausleitungskanal 42 verbunden sind. Damit wird sichergestellt, dass die langste Strecke, die
das in den Ausleitungskanal 42 eintretende Spilgas strdbmen muss, bevor es zu den

Absaugkanalen hin abgefiihrt wird, 45° entlang des Umfangs des Ausleitungskanals betragt.
Es kann offensichtlich auch eine grofRere Zahl von Absaugkanalen 44 verwendet werden.
Wie weiter aus Figur 4 hervorgeht, die eine Draufsicht eines Deckenelements 50 zeigt, das

die Decke 22 der Backkammer 16 bildet, sind der Ausleitungskanal 42 und die Absaugkanale
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44 in das Deckenelement 50 integriert, das in seiner Mitte das Diffusionselement 30 umfasst.
Die Absaugkanale 44 sind "Uber" dem Diffusionselement 30 auf seiner der Backkammer 16

abgewandten Seite angeordnet.

Die besondere Form der Absaugkanale 44 dient zwei Zwecken: Auf der einen Seite soll
durch die Saugwirkung der Austrageinheit 46 auf homogene Weise in den Ausleitungskanal 42
abgeflhrt werden. Dazu muss die Lange der Absaugkanéle zwischen den Punkten 48, wo die
Absaugkanale mit dem Ausleitungskanal 42 verbunden sind, und die Lange der Verbindung zu
der Austrageinheit 46 gleich sein. Auf der anderen Seite kann sich die Verbindung zu der
Austrageinheit 46 praktischerweise dort befinden, wo sie gebraucht wird, damit ein
Deckenelement mit einer vorbekannten Bauweise durch ein Deckenelement 50 ersetzt werden
kann, ohne dass signifikante Modifikationen am allgemeinen Layout der Backvorrichtung

notwendig sind.
Die soweit beschriebene Backvorrichtung 10 wird in folgender Weise betrieben:

Ein mit einer Beschichtung aus Resist 15 versehener Wafer 14 wird in die Backkammer 16
eingefiihrt. Die Backkammer 16 wird geschlossen, und ein Backzeitgeber wird aktiviert. Die

Heizung 24 wird normalerweise auf einem konstanten Niveau betrieben.

Aulterdem wird die Spllgasversorgung 34 aktiviert, die einen Spilgasstrom in Richtung zu
der Verteilkammer 32 erzeugt. Aus der Verteilkammer 32 strémt das Spiilgas gleichmaRig
verteilt und auf homogene Weise nach unten in die Backkammer 16 (s. die Pfeile P in Figur 1
und 3).

Ein zusatzlicher Spillgasstrom tritt Uber den zusatzlichen Spllgaseintritt 36 in die

Backkammer 16 ein (s. die Pfeile A in Figur 1 und 3).

Infolge des Erwarmens des Wafers 14 verdampft ein Teil des im Resist 15 vorhandenen
Lésungsmittels (s. die Pfeile S in Figur 1 und 3). Lésungsmittel S mischt sich mit Spllgas P und
wird mit dem Spillgas zum Ausleitungsring 40 beférdert (s. die Pfeile PS in Figur 1 und 3), von
wo es auf homogene Weise aus der Backkammer 16 ausgeleitet wird.

Falls gewiinscht, kann der Druck in der Backkammer 16 geringfliigig unter
Atmospharendruck verringert werden, um die Geschwindigkeit zu erhdhen, mit der das

Lésungsmittel aus dem Resist verdampft.

Allgemein gesagt wird ein Spilgasstrom hergestellt, der an der Decke 22 (d.h. an der
Oberseite der Backkammer 16) beginnt, nach unten zum Wafer 14 verlauft, wo Losungsmittel
aufgenommen wird, dann radial nach auf3en und dann lber den Ausleitungsring 40 aus der

Backkammer 16 abgeflhrt wird.
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Wenn man das Spllgas Uber die gesamte Oberflache des Wafers 14 von der Decke der
Backkammer 16 aus in die Backkammer 16 eintreten Iasst und weiterhin das mit Losungsmittel
beladene Spiilgas radial auswarts von dem Wafer 14 an der Decke 22 der Backkammer 16

ausleitet, ergibt sich eine Vielzahl von Vorteilen:

- Die Ldsungsmittelkonzentration an der Decke 22 der Backkammer 16 Uber dem Wafer
14 ist minimal, wodurch vermieden wird, dass Lésungsmittel an einem Punkt kondensiert, von

dem es als Tropfen auf den Wafer herabfallen konnte.

- Die Ldsungsmittelkonzentration im Spulgas ist in einem sehr hohen Maf} Uber die
gesamte Oberflache des Wafers 14 homogen. Dies wird durch Betrachtung eines virtuellen
Volumens an Spiilgas deutlich, das beispielsweise mittig auf den Wafer 14 geleitet wird. Wenn
es entlang der Oberflaiche des Wafers radial nach aulen wandert, wird zusatzliches
Lésungsmittel aufgenommen. Gleichzeitig wird das virtuelle Volumen "ausgedehnt”, wenn es
radial nach auflen wandert, und zusatzliches Spiilgas wird aus dem Diffusionselement 30

zugefiigt, womit die Lésungsmittelkonzentration auf einem konstanten Niveau gehalten wird.

- Der zusatzliche Spillgasstrom A wirkt als Sperre oder Vorhang zwischen den
Seitenwanden 20 der Backkammer 16 und dem mit Lésungsmittel beladenen Splilgas, wodurch

ein Kondensieren von Losungsmittel an den Seitenwanden verhindert wird.

- Soweit das Spiilgas eine Kihlwirkung auf den Wafer 14 hat, ist diese Wirkung

homogen. Dies unterstiitzt, dass der Resist nach dem Backen einen homogenen Zustand hat.
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Patentanspriiche

1. Backvorrichtung (10) fur einen Wafer (14), der mit einer ein Losungsmittel enthaltenden
Beschichtung (15) beschichtet ist, mit einer Backkammer (16), einem Trager (12) flir den Wafer
(14), einem Einlass (30) flr ein Spllgas und einer Ausleitung (40) fir das Spllgas, das mit
Lésungsmittel beladen ist, das aus der Beschichtung (15) verdampft ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Einlass als Diffusionselement (30) ausgebildet ist, das Uiber dem
Wafer (14) angeordnet ist, um das Spulgas gleichmallig Gber im Wesentlichen die gesamte
Oberflache des Wafers (14) einzuleiten, und dass die Ausleitung als Ausleitungsring (40)
ausgebildet ist, der das Diffusionselement (30) radial umgibt und an einer Decke (22) der

Backkammer (16) angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Diffusionselement (30) eine grof3e Zahl von

Einlasséffnungen besitzt, die liber seine Oberflache verteilt sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei das Diffusionselement (30) eine gesinterte Platte

mit einer definierten Gasporositat ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei das Diffusionselement (30) eine Platte ist, bei der

die Einlasséffnungen durch Atzen, Laserbohren oder mechanisches Bohren gebildet sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei eine Verteilkammer

(32) hinter dem Diffusionselement (30) vorgesehen ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Ausleitungsring

(40) radial auswarts des Wafers (14) angeordnet ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Durchmesser des

Ausleitungsrings (40) ungefahr dem Durchmesser des Wafertragers (12) entspricht.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei ein ringformiger

Ausleitungskanal (42) hinter dem Ausleitungsring (40) gebildet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei ein Austragsystem den Ausleitungskanal mit einer
Absauganlage verbindet, wobei das Austragsystem eine Vielzahl von Austragkandlen (44)
umfasst, die an gleichmafig verteilten Punkten (48) mit dem Ausleitungskanal (42) verbunden

sind.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei ein zusatzlicher
Spulgaseintritt (36) in die Backkammer (16) entlang des Umfangs des Wafertragers (12)

vorgesehen ist.
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11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei ein Heizsystem (25) fir
mindestens eine der Oberflachen der Backkammer (16) vorgesehen ist, insbesondere zum

Beheizen des Ausleitungsrings (40).

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei ein Heizsystem (24) in

den Wafertrager (12) integriert ist.
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